DIODO

Definicion:
* Dispositivo Semiconductor
* Dos terminales
 Permite la Circulacion de corriente (| ) en un solo sentido

Simbolo y convenciones V - I:




DIODO

Ideal vs. Semiconductor

DIODO IDEAL
VD>0e ID -

DIODO Semiconductor
I = Is [ exp (Vp/UT) — 1]
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Relacidon V — | (Modelo Diodo Ideal Semiconductor)
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| =Is[exp (Vp/Up) — 1]

|Is —— Fabricacion

U:=kT/q
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| =Is[exp (Vp/Up) — 1]

Dos diodos se diferencian entre si a través del valor de Is

Is refleja el proceso de fabricacion (material, concentraciones,
dimensiones)

Is depende de la temperatura.

La V (Tensidon umbral) se define como la tensidn que produce el 1% del
valor de corriente maxima que puede conducir el Diodo
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Limitaciones del modelo del Diodo Ideal

Resistencia serie ( Rs )

Maxima Tension Inversa (Vi)
Capacidad de Juntura ( C; )

Capacidad de difusion ( Cy )
Generacion en zona de deplexion ( Ry )
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2. MAXIMA TENSION INVERSA
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* Los portadores minoritarios que atraviesan la Zona de deplexion son acelerados
por el campo.

e Al atravesar la ZD los portadores chocan con los atomos, en estos choques, si
los portadores tienen la energia cinética suficiente, pueden liberar electrones
de la ligaduras covalentes de los atomos. Estos electrones son nuevos
portadores

* El proceso de generaciéon de portadores por choque en la ZD se llama
“Avalancha” y se produce cuando el campo (Ep4x) en la ZD alcanza el valor
necesario para que la energia cinética de los portadores produzca la liberacion
de electrones de las ligaduras covalentes
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Valor del campo eléctrico para el que s Ecritico = : ~ [ ]
comienza el proceso de “Avalancha” 1—=log (1016) cm

Cuando =~ EMAX = ECritico — Avalancha enla ZD

La tension Vi que hace que Eyax = Ecritico

Es Vzr—> Maxima tension de bloqueo inversa



Al aumentar la temperatura disminuye A (camino libre medio)

Esta disminucion de A (camino libre medio) implica una
disminucion de la energia cinética que adquieren los portadores
antes de chocar

Para compensar esta disminucion de la energia cinética debo
aumentar el campo que acelera los portadores

Por tanto el aumento de temperatura hace necesario un campo
mayor para provocar la avalancha

T1= Ve 1 — Para AVALANCHA

* Ruptura Zener



6. Recombinacion en zona de deplexion
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| =Is[exp (Vp/ nU;) — 1] n =2
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7. Maxima Temperatura de Juntura (T;,)
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8. Maxima Corriente Directa ( I\, )




MODELO DEL DIODO
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PARAMETROS DEL MODELO
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[=1Is[exp (Vp/ nU;) — 1]
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